
SAY 12 - SAY 16...SAY 18 - SAY20 -SAY73 4 

Silizium-Epitaxie-Planardioden in Kunststoffausfüh- 
rung. Sie eignen sich infolge ihrer geringen Sperr- 
erholungszeit (ns-Bereich) besonders für den Einsatz 
als schneller Schalter, Lieferbar in Bauform L 2/13 
oder Bauform B. 
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SAY 73 nur Bauform L 2/13 



Grenzwerte (Maximalwerte) bei da =45°C 

SAY12 SAY16 SAY17 SAY18 SAY20 SAY 73°) 

Durchlaßstrom If/mA 300 300 175 115 75 300 

Spitzen- IFRM/mA_ 600 600 350 225 150 600 
durchlaßstrom 
Sperrspannung UR/V 50 30 50 25 15 50 
Spitzensperr- URrRem. V 75 35 60 35 20 75 
spannung 
Richtstrom Io mA 200 200 115 75 50 200 
Stoßstrom 
t» S 1us; 
Pause > 2 min) IFsM/ A 2 2 2 2 2 2 
Gesamtverlust- Prot, MW 430 430 300 300 300 430 
leistung 
Sperrschicht- H /ÜC 175 175 150 150 150 175 
temperatur 

Wärmewiderstand Rın K: mW 0,3 0,3 0,35 0,35 0,35 0,3 
Lagerungs- Aıg € min. —50 
temperatur mMaXx. 50 

*) speziell für Rechentechnik, hohe Stabilität der Durchlaßspannung



VSAY16 SAY17 SAY18 SAY20 SAY 73 

Statische Kennwerte bei 9a = 25°C 

Durchlaßspannung 

beilp== 10 mA UE V _ . — _ < 1 — 

ip= 30 mA —_ — — < 1 — — 

Ip = 100 mA „ a < 1 _ — — 

'F -= 200 mA 1 < 1 — _ — s1 

Sperrstrom 

bei Ur = 15 V IR HA —_ — — — < 0,05 
UR= 20 V a _ — r < 5 _ 

Ur =25V a — a : 0,07 a —_ 
UR = 30 V _ < 011 _ r _ _ 
UR= 35 V _ < 5 r < 5 _ 

Ur = 50 V £& 01 - > 0,1 - — 0,1 
Ur ==: 60 V _ _ < 5 _ — _ 

Dynamische Kennwerte bei 9a =25°C 

Gesamtkapazität 

beiUr := 0V Cror/PF ©4 “ 4 3 <4 “ 4 < 4 

f == 1 MHz ; 

und UHf — 50 mV 

* < Sperrerholungszeit t,,/ns < 4 =4 <£2 s 2 S4 S4 

beim Schalten von I; = 10 mA auf Upsm-= 6 V, gemessen bei Ir = 1 mA


